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Motiva (;éo A primeira etapa consiste na simulacao. Essa e reali zada
fazendo-se uso do simulador de circuitos elétricos HSpice,
A miniaturizacdo dos circuitos integrados (Cl) torna -0S auxiliado pelas Dbibliotecas de transistores ofere cidas pela
mais suscetiveis a radiaQéO, especia|mente em uso Predictive TeChn()IOgy Model (Arizona State UniverSity).
aeroespacial, podendo comprometer o funcionamento d  os A corrente de fuga sera a |pbtida com o aumento d a
mesmos. Neste trabalho foi desenvolvido um m  étodo para tensdo da fonte ( V) para uma Vgnula. Com o s dados obtidos
estimar o aumento da corrente de fuga em transistor es MOS em forma de tabela, fez-se uso do software MATLAB par  a plotar a
decorrente da exposicao a radiacao. saida da simulacéao, veja o resultado na figura2a  seguir.
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Em transistores CMOS a corrente entre dreno e fonte (I, ; : . : .
e podendo ser aproximado para lSD :I)I)é dependente de IEL 3855a800ecocEonae: .................. .................. ................
diversos fatores. Neste trabalho,dois destes serao analisados. f Z ; § §
O primeiro € tenséo de limiar ( \f,am inima tenséo de gate ( V), ol ANUTTT ST I S é
necessaria para ligar o dispositivo. E 0 segundo é ¢~ apacitancia ' ' ' ' '
entre o gate e o substrato ( G, Verifica-se essas  dependéncias T : ; _ : :
na equacao que rege a | apresentada na equacgao (1) abaixo. E 166 s SERITPIE R TR Joaocoseaosjecn §
Ves ~Vin T P
|o=1_.e nVy , para VgS <V, (1) _ . . .
onde: n= [1+ &j 0 § g g E §
o ; z 5 5 z
Além disso, observa-se que ha dependéncia da propria DD 0.5 1 1.5 2 25
Vi, com relacdo a C,, conforme a equacéo (2) a seguir. Wis [V]
Figura 2 — Grafico do resultado da simulacdo da corr  ente de fuga do dreno com
\/28Si qNa(sz +Vbs) variacao da tenséo de fonte para a tecnologiade 65 nm.
Vin =V, T 20 + C (2) A segunda etapa consiste na analise de transistores com
L uso do equipamento Agilent 4156C (analisador de para  metros de
precisao para semicondutores). Segue-se mesma sequé ncia da
O Total lonizing Dose (TID) e a dose total recebida por etapa um descrita acima. O resultado também é plotad o com
um Cl em constante exposicao a um ambiente com indic  es de MATLAB, obtendo-se gréficos tais como a figura2 ac  ima.
radiacao. A radiacao provoca dissociacao dos pares elétron _ -
lacuna devido ao depdsito de energia. Verifica-set  ambem que Considera ¢oes Finais

a parte mais sensivel de um sistema CMOS € o 60xido i solante
[1]. No oxido, os elétrons livres sdo drenados pelo s terminais
dos transistores, enguanto as lacunas se acumularao no oxido
de porta. Como pode ser visto na fig. 1 a seguir, a s cargas no
6xido causam alteracdo na C_,, Ocorre, decorrente disso, a
alteracdo da Vi

Com base nesta metodologia de simulacao e analise,
verifica-se 0 comportamento da corrente de fuga que flur entre
fonte e dreno e a sua correlacdo com a TID. A ela se  ra adicionada
a analise de Monte Carlo para avaliar a variacao da  tenséo de
limiar em distribuicao normal de variabilidade, vis ualizada durante
processo de fabricacao.

(A) MOS TRANSISTOR — NORMAL OPERTION (B) MOS TRANSISTOR — POST IRRADIATION Posteriormente, o m éetodo podera ser utilizado para avaliar o
GATE D EiELo GATE FIELD comportamento de circuitos para um gradual aumento da TID; e,
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também, utilizado para estimar a vida de circuitos antes de expo-
| los a ambientes com radiacao ionizante.
B Por fim, buscar-se-a identificar a vida util de circ ~ uitos CMOS,
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R TICTRR e suas regidoes mais suscetiveis a radiacdo. Com poss e dessas
i InfformacOes, procurar-se-a desenvolver procedimentos de

CONDUCTING INVERSION POSITIVE OXIDE CHANNEL TURNED - X X " A i A
CHANNEL (POSITIVE Vo) TRAPPED CHARGE ON WITH Vg = 0 fabricagao e elaboracao de Cls mais tole,rantes a radi  acao tanto

T T T T para aplicacoes aeroespaciais quanto ao nivel doma .
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